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１．概要（Summary） 

近年盛んに研究されているシリコン細線導波路は、石

英よりもコアの比屈折率が高いため、デバイスの小型化が

可能である。しかし、シリコン細線導波路と光ファイバのコ

ア半径の大きさが大きく異なるため、結合部分で損失が

生じてしまう。本研究では、シリコン細線導波路と光ファイ

バの高効率結合を目的とした光接続回路の製作を行う。

光ファイバから出力された光は偏光回折格子を透過し、

円偏光となり出力される。グレーティングカプラを用いるこ

とで、その光をシリコン細線導波路へ接続することを想定

している。この偏光回折格子の製作を行う。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 125kV電子ビーム描画装置 

 走査電子顕微鏡（FE-SEM） 

【実験方法】 

シリコン基板にレジストを塗り、電子ビーム描画を行った。

描画したシリコンを切断し、断面を走査電子顕微鏡で確

認した。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

電子ビーム描画を行ったシリコン基板の断面を走査電

子顕微鏡で確認したものを Fig. 1に示す。設計ではレジ

ストの残っている部分と残っていない部分は同じ長さでど

ちらも 200 nmである。しかし、Fig. 1ではレジストの残っ

ている部分が 150 nm、レジストの残っていない部分が

250 nmであった。設計値よりもレジストが削れている結果

となった。 

電子ビーム描画を行うときのドーズ量を少なくすること

でレジストの削れる幅を減らすことができる。しかし、ドーズ

量が少ないと安定して描画を行うことができない。そこで、

今後はあらかじめ設計値を狭くすることである程度のドー

ズ量を維持し、目的とするパターンの形成を試みる予定で

ある。 

 

 

Fig. 1 SEM image after electron beam lithography 
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